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研究成果の概要（和文）：　本研究では，カーボンナノチューブ等のナノカーボンを電子エミッタとして用いた真空式
太陽エネルギー変換デバイスの実現可能性を探った。太陽熱と太陽光とを併用した変換駆動方式を狙った変換デバイス
である。２種類の加熱機構を有したスルーホール型電子放出デバイスを設計・作製し，電子放出特性の変化を観察した
。加熱することで，電子放出特性が向上することがわかった。
その他，デバイスの実現に向け，カーボンナノコイルの合成条件の最適化，カーボンナノニードルの形成，Siウェハの
多孔加工，およびSi-ガラス接合に関するノウハウを蓄積できた。

研究成果の概要（英文）：   In this research, the feasibility of the vacuum type solar energy conversion de
vice which used nanocarbon, such as a carbon nanotube, as an electronic emitter was explored. It is the co
nversion device which aimed at the conversion drive system which used solar heat and sunlight together. Th
e through-hole-type electron-emission-device with two kinds of heating systems was designed and made, and 
change of the electron emission characteristic was observed. As a result, by heating the emitter, the elec
tron emission characteristic was found to be improved. 
   In addition, the know-how about optimization of the synthetic conditions of a carbon nanocoil (CNC), fa
brication of a carbon nano-needle, porosity processing of Si wafer, and Si-glass junction has been accumul
ated towards realization of the proposed device.
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とで，電子放出を促進することができれば，
新しいデバイスへ
れない。
を図１に示す。
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マスクを除去し，洗浄する。今回，
μm の
工を行った。その結果の一例を図５
どのサイズにおいても，所望の多孔が得られ，
本手法が有効であることがわかった。
更なる微細化が必要であれば，
ラフィ
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膜（導電性
接合（溶接）が可能かどうかを把握しておく
必要がある。そこで，
成膜した後，その
ス管とのフリット溶接を試みた。その結果の
一例を図
し，真空引き試験を行ったところ，真空漏れ
が発生すことなく，高真空状態にすることが
できることを確認した。また，溶接前後にお
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